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Pa3zpaboranHblii METO]] CTAOMIM3ANNN ITApaAMETPOB cBeToanoA0B cpenHeit MK — oGmactu ¢
OIITUYECKOI 00paTHOM CBSA3BIO JUISI MMOBBIIICHUSI TOYHOCTH U3MEPEHUS, HAZCKHOCTH OJTHOBOJIHOBBIX
OTITORJIEKTPOHHBIX YCTPONCTB aBTOMATHUYECKOTO KOHTPOJS MO3BOJIMIO CHHU3UTh HECTAOMIBHOCTH
MOTOKA U3ITy4eHus: cBeToanon0B cpenneit MK — obnactu 1o 3...5 %.
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XALKOGENID BIR JINSLI BO’LMAGAN YUPQA PARDALARIDA AFME - EFFEKTNI
O’RGANISH
Onarqulov Karimberdi Egamberdiyevich, Yuldasheva Shahrizoda Abrorjon qizi
Farg’ona davlat universiteti

Annotatsiya: Xalkogenid yupqa bir jinsli bo‘lmagan pardalar olish uchun AFK— elementlar
olish texnologiyasidan foydalanildi. Anomal fotomagnit effektini kuzatish uchun, AFK—elementga
magnit maydoni ta’sirini o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: AFK effekti, xalkogenid, yupga parda, optoelektron qurilmalar, fotomagnit,
monoxromatik.
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Yarimo‘tkazgich yupqa pardalarida juda ko‘p sondagi ketma-ket ulangan p-n o‘tishlarning
mavjudligi, ularning natijaviy ta’sirini kuchaytirib, p—n o‘tish maydonida qo‘shimcha zaryad
tashuvchilar generatsiyasini faollashtiradi [1]. Natijada yarimo‘tkazgichda zaryad tashuvchilarning
tagsimoti buzilib, konsentratsiya gradienti vujudga keladi. Odatda bu jarayon tashqi elektr maydoni
ta’sirida vujudga keladi. Bu holat tashqi elektr maydon manbasiga ehtiyoj qoldirmay uni ichki p—n
o‘tishlar super ko‘p qatlamli tuzilishning (CMC) kuchlanish manbasidan foydalanish imkoniyatini
tug‘diradi [2]. Natijada bu hodisa mikroelektronikaning kelgusi rivojlanishlariga asos bo‘ladi.
Mikroelektron zanjir elementlarining tashqi elektr manbalarining o‘rniga yarimo‘tkazgich
CMClaridagi ichki yuqori potensial manbalaridan foydalanish imkoniyatining paydo bo‘lishi
natijasida mikroelektron qurilma elementlarining ixchamlashishi (mikrominiatyurizatsiya), energiya
mustaqilligi va tejamkorligini ta’minlashga yo‘l ochadi. Masalan tashqi maydonsiz sodir bo‘ladigan
fotoelektret effekt vositasida yaratiladigan mikroelektron va optoelektron qurilmalar yaratish
mumkinligi ko‘rsatilgan. Bunday CMClarning bir jinsli emas tizimlari polikristall yarimo‘tkazgich
yupqga pardalarida kuzatilib, har xil anomal fotoelektrik, fotomagnit hodisalarning kuzatilishiga sabab
bo‘ladi [3]. Ma’lumki, bitta p-n o‘tishdagi odatiy fotomagnit kuchlanish 1+10mkV/E dan
oshmaydi. Polikristall yarimo‘tkazgichlardan maxsus tayyorlangan anizatrop bir jinsli emas yupga
pardalarda bir necha minglab p—n o‘tishlarning (1 smda ~10°> dona) mavjudligi va ular anizatrop
yoritilish natijasida anomal yuqori fotokuchlanishning hosil bo‘lishi (AFK—effekt), bunday p-n
o‘tishli CMClarda fotomagnit kuchlanishning ham anomal yuqori qiymatiga erishishi mumkinligini
ko‘rsatadi [4]. Xalkogenid yupqa bir jinsli bo‘lmagan pardalar olish uchun AFK- elementlar olish

texnologiyasidan foydalanildi. Anomal fotomagnit effektini kuzatish uchun, AFK—elementga magnit
maydoni ta’sirini o‘rganildi (1-rasm).

]

1-rasm. Fotomagnit kuchlanishni o‘lchash qurilmasining elektr sxemasi
1-AFK kuchlanishni kompensatsiya sxemasi, 2-anomal fotomagnit kuchlanishni o‘lchash
qurilmasi galvanometri, 3-magnit maydoni qutblari, 4-xalkogenid yupga bir jinsli emas pardaning
tagligi (shisha yoki slyuda) 5-polikristall yarimo‘tkazgich yupqga pardasi (AFK — element), 6-
yorug‘lik ogimi 7-indiydan vakuumda olingan kontakt.

1-jadval
Ne Namun Yoritilgandag Uark Uarm Magnit
a galinligi | i garshilik, , (V) , (V) maydoni
(mkm) (10° Om) kuchlanganligi
H,(KE)
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Nazariy ma’lumotlarga muvofiq AFK-effektni bir jinsli bo‘lmagan yupga pardalarda kuzatish,
namuna sirtiga yorug‘lik oqimi normal tushgan holatda magnit oqimi unga tik, namunaga ko‘ndalang
yo‘nalishda tushadi. Bo‘ylama yo‘nalishda AFK va AFM effektlar kuzatiladi. Anomal
fotokuchlanishdan AFM Kkuchlanishni ajratib olish uchun maxsus AFM-kuchlanishni o‘lchash
sxemasi yoki AFK—element olish texnologiyasidan foydalaniladi. Ya’ni, bu o‘Ichash sxemasidan
foydalanish vaqtida magnit maydoni o‘zgaruvchan bo‘lib, yorug‘lik intensivligining o‘zgarmasligini
ta’minlanishi kerak. Texnologik usulda ham AFM va AFK potensiallarni ajratib olish mumkin.
Ma’lumki, AFK—element olish uchun molekulyar ogim taglikka burchak ostida tushadi. Agar
molekulyar ogimni AFK—elementni olish jarayonida taglikka normal tushishi ta’minlansa, anomal
fotoelektrik kuchlanish hosil bo‘lmaydi. O‘Ichash sxemasi fagat AFM—kuchlanishni gayd giladi.
Magnit maydoni AFK — namuna sirtiga paralell yo‘nalib, AFK—kuchlanishning yo‘nalishiga
perpendikulyar bo‘ladi. Agar namuna holati magnit maydon yo‘nalishiga nisbatan 90 ga o‘zgarsa,
magnit maydoni bilan bog‘liq AFM—kuchlanish yo‘qoladi. O‘Ichash vaqtida yorug‘lik intensivligi
B =3-10° 7« bo‘lgan. Xalkogenid bir jinsli emas yupqa pardalarida birinchi bo‘lib, AFM — effekt
aniqlandi. o‘lchash natijalari 1 — jadvalda keltirilgan.
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